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(57)【要約】
【課題】透明ディスプレイにおいても高精細化及び高画
質化の両立が可能な、有機ＥＬ表示装置に特有の構成要
素を利用した新たな画素の構造を提供する。
【解決手段】発光素子が配置された発光領域と、透光性
を有する保持容量の少なくとも一部が配置され、保持容
量の少なくとも一方の電極に覆われた透光領域とが各々
に設けられ、行列状に配列された複数の画素を有する表
示装置であって、複数の画素を覆う第１電極と、第１電
極の下に設けられた発光層と、複数の画素毎に、発光層
の下に設けられた第２電極とを含み、保持容量は、第１
電極を含む表示装置である。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発光素子が配置された発光領域と、透光性を有する保持容量の少なくとも一部が配置さ
れ、前記保持容量の少なくとも一方の電極に覆われた透光領域とが各々に設けられ、行列
状に配列された複数の画素
を有する表示装置。
【請求項２】
前記発光素子は、
　前記複数の画素を覆う第１電極と、
　前記第１電極の下に設けられた発光層と、
　前記複数の画素毎に、前記発光層の下に設けられた第２電極と
を含み、
前記保持容量は、
　前記第１電極を含むことを特徴とする請求項１に記載の表示装置。
【請求項３】
前記発光層は、
　前記透光領域において、絶縁性を有することを特徴とする請求項２に記載の表示装置。
【請求項４】
前記第２電極は、
　透明導電層を含み、
前記保持容量は、
　前記透明導電層と同時に形成された第３電極を含むことを特徴とする請求項２に記載の
表示装置。
【請求項５】
　前記複数の画素を区画し、前記複数の画素の各々において前記発光領域及び前記透光領
域を更に区画するバンク
を更に有し、
前記保持容量は、
　前記第１電極の下に設けられ、前記透光領域を覆い、且つ前記バンクの上に亘って設け
られる絶縁層
を含むことを特徴とする請求項４に記載の表示装置。
【請求項６】
　前記複数の画素を区画し、前記複数の画素の各々において前記発光領域及び前記透光領
域を更に区画するバンク
を更に有し、
前記保持容量は、
　前記第１電極の下に設けられ、前記透光領域を覆い、且つ前記バンクの下に亘って設け
られる絶縁層
を含むことを特徴とする請求項４に記載の表示装置。
【請求項７】
前記発光素子は、
　前記複数の画素を覆う第１電極と、
　前記第１電極の下に設けられた発光層と、
　前記複数の画素毎に、前記発光層の下に設けられた第２電極と
を含み、
前記保持容量は、
　前記複数の画素を覆う第３電極と、
　前記複数の画素毎に設けられた第４電極と
を含むことを特徴とする請求項１に記載の表示装置。
【請求項８】
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前記第３電極は、
　前記透光領域において、前記第１電極と導通することを特徴とする請求項７に記載の表
示装置。
【請求項９】
前記第３電極は、
　電源電位を供給する電源電位線と導通することを特徴とする請求項７に記載の表示装置
。
【請求項１０】
前記第４電極は、
　前記複数の画素の各々において、電気的に独立した複数の領域に分割されることを特徴
とする請求項７に記載の表示装置。
【請求項１１】
　発光領域と透光領域が各々に設けられた複数の画素が行列状に配置された基板の第１面
の上方に、前記発光領域に発光素子を形成し、前記透光領域に少なくとも一方の電極が前
記透光領域を覆う保持容量の少なくとも一部を形成することを含む表示装置の製造方法。
【請求項１２】
　前記発光領域に前記発光素子を形成し、前記透光領域に少なくとも一方の電極が前記透
光領域を覆う前記保持容量の少なくとも一部を形成することは、
　前記第１面の上方に透明導電層を成膜し、
　前記透明導電層をパターニングすることによって、前記複数の画素の各々において、前
記発光領域を覆う第１電極の一層と、前記透光領域を覆う第２電極とを形成し、
　前記発光領域を覆う金属層を形成して前記第１電極の他の一層を形成することを含む請
求項１１に記載の表示装置の製造方法。
【請求項１３】
　前記発光領域に前記発光素子を形成し、前記透光領域に少なくとも一方の電極が前記透
光領域を覆う前記保持容量の少なくとも一部を形成することは、
　前記第１電極及び前記第２電極を形成した後に、前記複数の画素を覆う発光層を形成し
、
　前記基板の前記第１面と反対の第２面側からエネルギーを照射することによって、前記
金属層が配置される領域を除く前記発光層の領域を絶縁層化すること
を更に含む請求項１２に記載の表示装置の製造方法。
【請求項１４】
　前記発光領域に前記発光素子を形成し、前記透光領域に少なくとも一方の電極が前記透
光領域を覆う前記保持容量の少なくとも一部を形成することは、
　前記第１電極及び前記第２電極を形成した後に、前記複数の画素を区画し、前記複数の
画素の各々において前記発光領域及び前記透光領域を更に区画するバンクを形成し、
　前記バンクを形成した後に、前記複数の画素を覆う発光層を形成し、
　前記発光層を形成した後に、前記透光領域を覆う絶縁層を形成すること
を更に含む請求項１２に記載の表示装置の製造方法。
【請求項１５】
　前記発光領域に前記発光素子を形成し、前記透光領域に少なくとも一方の電極が前記透
光領域を覆う前記保持容量の少なくとも一部を形成することは、
　前記第１電極及び前記第２電極を形成した後に、前記複数の画素を区画し、前記複数の
画素の各々において前記発光領域及び前記透光領域を更に区画するバンクを形成し、
　前記バンクを形成した後に、前記透光領域を覆い、且つ前記バンクの上に亘る絶縁層を
形成すること
を更に含む請求項１２に記載の表示装置の製造方法。
【請求項１６】
　前記発光領域に前記発光素子を形成し、前記透光領域に少なくとも一方の電極が前記透
光領域を覆う前記保持容量の少なくとも一部を形成することは、
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　前記第２電極を覆う絶縁層を形成し、
　前記絶縁層を形成した後に、前記複数の画素を区画し、前記複数の画素の各々において
前記発光領域及び前記透光領域を更に区画するバンクを形成すること
を更に含む請求項１２に記載の表示装置の製造方法。
【請求項１７】
　前記発光領域に前記発光素子を形成し、前記透光領域に少なくとも一方の電極が前記透
光領域を覆う前記保持容量の少なくとも一部を形成することは、
　前記発光素子の共通電極及び前記保持容量の一方の電極を共有し、前記複数の画素を覆
う第１電極を形成すること
を含む請求項１１に記載の表示装置の製造方法。
【請求項１８】
　前記発光領域に前記発光素子を形成し、前記透光領域に少なくとも一方の電極が前記透
光領域を覆う前記保持容量の少なくとも一部を形成することは、
　一方の電極が前記複数の画素を覆う第１電極を含む前記保持容量を形成し、
　前記保持容量を形成した後に、前記発光領域に前記発光素子を形成すること
を含む請求項１１に記載の表示装置の製造方法。
【請求項１９】
前記発光素子は、
　共通電極が前記透光領域において前記第１電極に接続される発光素子
　である請求項１８に記載の表示装置の製造方法。
【請求項２０】
前記第１電極は、
　電源電位を供給する電源電位線と導通する前記第１電極である請求項１８に記載の表示
装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は表示装置に関する。特に、表示装置における表示領域における画素の構成に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　有機エレクトロルミネッセンス（以下、有機ＥＬと呼ぶ。）表示装置は、各画素に発光
素子が設けられ、個別に発光を制御することで画像を表示する。発光素子は、一方をアノ
ード電極、他方をカソード電極として区別される一対の電極間に有機ＥＬ材料を含む層（
以下、「発光層」ともいう）が挟持された構造を有している。有機ＥＬ表示装置は、一方
の電極が画素毎に画素電極として設けられ、他方の電極は複数の画素に跨がって共通の電
位が印加される共通電極として設けられている。有機ＥＬ表示装置は、この共通電極の電
位に対し、画素電極の電位を画素毎に印加することで、画素の発光を制御している。
【０００３】
　近年では、表示領域を通して表示領域の後方の景色を視認することが出来る、所謂透明
ディスプレイが知られている。透明ディスプレイとしては、例えば特許文献１に開示され
るように、表示領域に行列状に設けられた複数の画素の各々において、画像表示を担う発
光素子が設けられる発光領域と、当該発光領域とは別途に、所謂シースルー構造を有する
透光領域を配置する構成が知られている。
【０００４】
　一般に、画像表示を担う発光画素の駆動回路には薄膜トランジスタや容量が複数配置さ
れ、高精細化を進めるに伴い微細なレイアウト設計が求められるようになる。しかしなが
ら、前述のような構成を有する透明ディスプレイにおいては、複数の画素の各々に透光領
域を確保するために、発光領域が占める面積に更なる制約が生じ、特に保持容量を発光領
域に配置するための十分な面積を確保することが困難になるといった問題が生じる。保持
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容量の大きさを十分に確保することができないと、薄膜トランジスタ特性のばらつきの影
響を受けやすくなり、高画質化が困難になる。つまり、高精細化のための画素の微細化と
、表示装置の高画質化とは二律背反の関係にあると言える。
【０００５】
　一方、自発発光型の有機ＥＬ表示装置に対し、バックライトからの光を制御して画像を
表示する液晶表示装置においては、例えば特許文献２～４に開示されているように、液晶
素子に用いられる透明電極を利用して補助容量を形成することによって、高精細及び／又
は高画質な表示装置を容易に得るための画素の構成が知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１４－０４９３１３号公報
【特許文献２】特開平６－１４８６８４号公報
【特許文献３】特開平６－２５８６６９号公報
【特許文献４】特開平１０－７８５９３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、上記問題に鑑み、透明ディスプレイにおいても高精細化及び高画質化の両立
が可能な、自発発光型の表示装置に特有の構成要素を利用した新たな画素の構造を提供す
ることを目的の一つとする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の一態様は、発光素子が配置された発光領域と、透光性を有する保持容量の少な
くとも一部が配置され、保持容量の少なくとも一方の電極に覆われた透光領域とが各々に
設けられ、行列状に配列された複数の画素を有する表示装置である。
【０００９】
　本発明の一態様は、発光領域と透光領域が各々に設けられた複数の画素が行列状に配置
された基板の第１面の上方に、発光領域に発光素子を形成し、透光領域に少なくとも一方
の電極が前記透光領域を覆う保持容量の少なくとも一部を形成することを含む表示装置の
製造方法である。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の一実施形態に係る表示装置の構成を示す斜視図である。
【図２】本発明の一実施形態に係る表示装置の構成を示す平面図である。
【図３】本発明の一実施形態に係る表示装置の構成を示す断面図である。
【図４】本発明の一実施形態に係る表示装置の画素回路の構成を示す平面図である。
【図５】本発明の一実施形態に係る表示装置の構成を示す断面図である。
【図６】本発明の一実施形態に係る表示装置の構成を示す断面図である。
【図７】本発明の一実施形態に係る表示装置の構成を示す断面図である。
【図８】本発明の一実施形態に係る表示装置の構成を示す断面図である。
【図９】本発明の一実施形態に係る表示装置の構成を示す断面図である。
【図１０】本発明の一実施形態に係る表示装置の画素回路の構成を示す平面図である。
【図１１】本発明の一実施形態に係る表示装置の構成を示す断面図である。
【図１２】本発明の一実施形態に係る表示装置の構成を示す断面図である。
【図１３】本発明の一実施形態に係る表示装置の画素回路の構成を示す平面図である。
【図１４】本発明の一実施形態に係る表示装置の構成を示す断面図である。
【図１５】本発明の一実施形態に係る表示装置の画素回路の構成を示す平面図である。
【図１６】本発明の一実施形態に係る表示装置の画素構成を示す平面図である。
【図１７】本発明の一実施形態に係る表示装置の画素構成を示す平面図である。
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【図１８】本発明の一実施形態に係る表示装置の画素構成を示す平面図である。
【図１９】本発明の一実施形態に係る表示装置の画素構成を示す平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明の実施の形態を、図面等を参照しながら説明する。但し、本発明は多くの
異なる態様で実施することが可能であり、以下に例示する実施の形態の記載内容に限定し
て解釈されるものではない。また、図面は説明をより明確にするため、実際の態様に比べ
、各部の幅、厚さ、形状等について模式的に表される場合があるが、あくまで一例であっ
て、本発明の解釈を限定するものではない。また、本明細書と各図において、既出の図に
関して前述したものと同様の要素には、同一の符号を付して、詳細な説明を適宜省略する
ことがある。
【００１２】
　本明細書において、ある部材又は領域が、他の部材又は領域の「上に（又は下に）」あ
るとする場合、特段の限定がない限り、これは他の部材又は領域の直上（又は直下）にあ
る場合のみでなく、他の部材又は領域の上方（又は下方）にある場合を含み、すなわち、
他の部材又は領域の上方（又は下方）において間に別の構成要素が含まれている場合も含
む。
【００１３】
＜第１実施形態＞
　本実施形態に係る表示装置１００の構成を、図１を参照して説明する。図１は、本実施
形態に係る表示装置１００の構成を示す斜視図である。表示装置１００は、第１基板１０
２に表示領域１０６が設けられている。表示領域１０６は複数の画素１０８が配列するこ
とによって構成されている。表示領域１０６の上面には封止材としての第２基板１０４が
設けられている。第２基板１０４は表示領域１０６を囲むシール材１１０によって、第１
基板１０２に固定されている。第１基板１０２に形成された表示領域１０６は、封止材で
ある第２基板１０４とシール材１１０によって大気に晒されないように封止されている。
このような封止構造により画素１０８に設けられる発光素子の劣化を抑制している。
【００１４】
　第１基板１０２は、一端部に端子領域１１４が設けられている。端子領域１１４は第２
基板１０４の外側に配置されている。端子領域１１４は、複数の接続端子１１６によって
構成されている。接続端子１１６には、映像信号を出力する機器や電源などと表示パネル
とを接続する配線基板が配置される。配線基板と接続する接続端子１１６の接点は、外部
に露出している。
【００１５】
　次いで、本実施形態に係る表示装置１００の回路構成について、図２を参照して説明す
る。図２は、本実施形態に係る表示装置１００の回路構成を示す図である。
【００１６】
　有機ＥＬ表示装置は、画像を表示する表示領域１０６と、表示領域１０６を駆動する駆
動部とを備える。有機ＥＬ表示装置の表示領域１０６には複数の画素１１８が行列状に配
置され、画素１０８毎に画素回路１２０を有する。画素回路１２０は、少なくとも選択ト
ランジスタ１２２、駆動トランジスタ１２４、保持容量１２６及び発光素子１２８を含む
。
【００１７】
　一方、駆動部は走査線駆動回路１３０、映像線駆動回路１３２、駆動電源回路１３４、
基準電源回路１３６及び制御装置１３８を含み、画素回路１２０を駆動し発光素子１２８
の発光を制御する等の機能を担う。
【００１８】
　走査線駆動回路１３０は画素の水平方向の並び（画素行）毎に設けられた走査信号線１
４０に接続されている。走査線駆動回路１３０は制御装置１３８から入力されるタイミン
グ信号に応じて走査信号線１４０を順番に選択し、選択した走査信号線１４０に、選択ト
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ランジスタ１２２をオンにする電圧を印加する。
【００１９】
　映像線駆動回路１３２は画素の垂直方向の並び（画素列）毎に設けられた映像信号線１
４２に接続されている。映像線駆動回路１３２は制御装置１３８から映像信号を入力され
、走査線駆動回路１３０による走査信号線１４０の選択に合わせて、選択された画素行の
映像信号に応じた電圧を各映像信号線１４２に出力する。当該電圧は、選択された画素行
にて選択トランジスタ１２２を介して保持容量１２６に書き込まれる。駆動トランジスタ
１２４は書き込まれた電圧に応じた電流を発光素子１２８に供給し、これにより、選択さ
れた走査信号線１４０に対応する画素の発光素子１２８が発光する。
【００２０】
　駆動電源回路１３４は画素列毎に設けられた電源電位線１４４に接続され、電源電位線
１４４及び選択された画素行の駆動トランジスタ１２４を介して発光素子１２８に電流を
供給する。
【００２１】
　基準電源回路１３６は、基準電源線１４５に接続され、発光素子１２８のカソード電極
を構成する共通電極に定電位を与える。定電位は例えば、接地電位に設定することができ
る。
【００２２】
　本実施形態において発光素子１２８の一方の電極は画素毎に形成された画素電極であり
、発光素子１２８の他方の電極は複数の画素を覆い、複数の画素に共通して設けられた共
通電極となる。画素電極は駆動トランジスタ１２４に接続される。一方、共通電極は複数
の画素に亘る電極で構成される。
【００２３】
　図３及び図４を参照し、本実施形態に係る表示装置１００の構成について更に詳細に説
明する。図３は、本実施形態に係る表示装置１００が有する画素の構成を示す断面図であ
り、図１におけるＡ－Ｂにおいて第１基板（アレイ基板とも呼ぶ。）側の断面を示してい
る。図４は、本実施形態に係る表示装置１００が有する画素の画素回路を示す回路図であ
る。
【００２４】
　複数の画素１０８の各々は、発光領域１４６及び透光領域１４８を有している。発光領
域１４６には発光素子１２８が配置され、透光領域１４８には保持容量１２６が配置され
ている。ここで、保持容量１２６は透光性を有している。
【００２５】
　このように、保持容量１２６は透光性を有するために、透光領域１４８に配置すること
ができる。これによって、高精細且つ高画質な透明ディスプレイを提供することができる
。
【００２６】
　尚、本実施形態においては透光領域１４８の全面に保持容量１２６が配置されるが、こ
れに限られず、保持容量１２６の一方の電極が透光領域１４８の全面を覆う構成であれば
よい。他方の電極は透光領域１４８の少なくとも一部を覆っていればよい。このような構
成を有することによって、本実施形態に係る表示装置１００に比べて保持容量１２６は低
下するものの、表示装置の透過率を更に向上させることができる。
【００２７】
　本実施形態に係る表示装置１００は、複数の画素を区画し、複数の画素の各々において
発光領域１４６及び透光領域１４８を区画するバンク１５０が形成されている。
【００２８】
　発光領域１４６には、画素回路１２０を構成する選択トランジスタ１２２、駆動トラン
ジスタ１２４、及び発光素子１２８が配置されている。選択トランジスタ１２２及び駆動
トランジスタは１２４、発光素子１２８の下方に設けられている。
【００２９】
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　発光素子１２８は、画素電極１５２及び共通電極１５６によって発光層１５４が挟持さ
れた構成を有している。発光素子１２８が有する電極の内、下部の電極は画素電極１５２
であり、上部の電極は共通電極１５６である。本実施形態においては、画素電極１５２は
３層の導電層が積層された構造を有している。尚、画素電極１５２は、駆動トランジスタ
１２４のソース電極と、図示しないコンタクト開口部を介して電気的に接続されている。
【００３０】
　発光層１５４が、例えば有機ＥＬ層から成る場合、低分子系又は高分子系の有機材料を
用いて形成される。低分子系の有機材料を用いる場合、発光層１５４は発光性の有機材料
を含む発光層１５４に加え、当該発光層１５４を挟むように正孔注入層や電子注入層、更
に正孔輸送層や電子輸送層等を含んで構成される。本実施形態においては、発光層１５４
は、白色発光を呈するものを用い、カラーフィルタ（図示せず）によってフルカラー発光
を実現している。尚、発光層１２８は、複数の発光層（例えば有機ＥＬ層）を重ねた所謂
タンデム型の構造を用いても良い。
【００３１】
　共通電極１５６は、発光層１５４で発光した光を透過させるため、透光性を有し、且つ
導電性を有するＩＴＯ（酸化スズ添加酸化インジウム）やＩＺＯ（酸化インジウム・酸化
亜鉛）等の透明導電膜で形成されていることが好ましい。又は、共通電極１５６として、
出射光が透過できる程度の膜厚を有する金属層を用いても良い。
【００３２】
　画素電極１５２は、発光層１５４で発生した光を共通電極１５６側に反射させるため、
反射率の高い金属層を含むことが好ましく、本実施形態においては、２層の透明導電層に
金属層が挟持された層構造を有している。金属層としては、例えば銀（Ａｇ）を用いるこ
とができる。２層の透明導電層としては、それぞれ透光性を有し、且つ導電性を有するＩ
ＴＯ（酸化スズ添加酸化インジウム）やＩＺＯ（酸化インジウム・酸化亜鉛）等の透明導
電膜で形成されていることが好ましく、それらの任意の組み合わせを用いてもよい。
【００３３】
　本実施形態に係る表示装置１００においては、透光領域１４８の全面に保持容量１２６
が配置されている。本実施形態における保持容量１２６は、上部及び下部の電極（それぞ
れ、上部電極１２６ｂ及び下部電極１２６ａと呼ぶ。）に、発光層１５４及び絶縁層１５
８が挟持される構成を有している。
【００３４】
　保持容量１２６の上部電極１２６ｂとしては、表示領域１０６に配置された複数の画素
に共通して設けられた共通電極１５６がその機能を兼ねている。このような構成を有する
ために、保持容量１２６の上部電極１２６ｂは共通電極１５６と同様に基準電源回路に接
続され、定電位が与えられる。定電位としては、例えば設置電位が設定される。
【００３５】
　保持容量１２６の下部電極１２６ａとしては、前述の画素電極１５２を構成する２層の
透明導電層のいずれかを利用することができる。
【００３６】
　絶縁層１５８としては、透光性を有する膜が用いられ、例えば窒化ケイ素膜が好ましい
。又、本実施形態において絶縁層１５８は、透光領域１４８を覆い、バンク１５０の上に
亘って設けられている。換言すると、透光領域１４８を覆う絶縁層１５８の端部は、バン
ク１５０の上に配置されている。つまり、製造工程においては、バンク１５０を形成した
後に絶縁層１５８の材料を成膜し、パターニングを行う。このような層構造を採用するこ
とによって、絶縁層１５８のパターニングの際に要求されるアライメント精度が緩くなる
ために、表示装置２００の製造が容易になる。
【００３７】
　以上述べたように、透光性を有する保持容量１２６の電極としては、いずれも自発発光
型の発光素子に特有に用いられる電極を利用することができる。つまり、製造工程におい
て、発光素子１２８の電極と保持容量１２６の電極を同時に形成することができることか
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ら、製造工程に大幅な変更及び追加が無く、容易且つ低コストで本実施形態における表示
装置１００を提供することができる。
【００３８】
＜第２実施形態＞
　図５を参照し、本実施形態に係る表示装置２００の構成について更に詳細に説明する。
図５は、本実施形態に係る表示装置２００が有する画素の構成を示す断面図である。画素
回路１２０については、図４に示した第１実施形態に係る表示装置１００の画素回路１２
０と同様である。
【００３９】
　本実施形態に係る表示装置２００は、第１実施形態に係る表示装置１００と比較すると
、透光領域１４８に配置された保持容量１２６が有する絶縁層１５８及びバンク１５０の
層構造のみが異なっている。
【００４０】
　本実施形態においてはバンク１５０の下に絶縁層１５８が亘って設けられている。換言
すると、透光領域１４８を覆う絶縁層１５８の端部を覆うようにバンク１５０が形成され
ている。つまり、製造工程においては、バンクを形成する前に絶縁層１５８の材料を成膜
し、パターニングを行う。このような層構造を採用することによって、絶縁層１５８のパ
ターニングの際に保持容量１２６の下部電極１２６ａと共に一括でパターニングすること
ができる。従って、透光領域１４８を設けたことによるマスクの増加が無いため、容易且
つ低コストで表示装置１００を提供することができる。
【００４１】
＜第３実施形態＞
　図６を参照し、本実施形態に係る表示装置３００の構成について詳細に説明する。図６
は、本実施形態に係る表示装置３００が有する画素の構成を示す断面図である。画素回路
１２０については、図４に示した第１実施形態に係る表示装置１００の画素回路１２０と
同様である。
【００４２】
　本実施形態に係る表示装置３００は、第１実施形態に係る表示装置１００又は第２実施
形態に係る表示装置２００と比較すると、透光領域１４８に配置された保持容量１２６が
有する絶縁層１５８の層構造のみが異なっている。
【００４３】
　本実施形態においては発光層１５４の上に、透光領域１４８を覆う絶縁層１５８が設け
られている。絶縁層１５８の端部はバンク１５０の上に配置されている。つまり、製造工
程においては、表示領域１０６に配置された複数の画素を覆う発光層１５４を形成した後
に、絶縁層１５８の材料を成膜し、パターニングを行う。このような層構造を採用するこ
とによって、絶縁層１５８のパターニングの際に要求されるアライメント精度が緩くなる
ために、保持容量１２６の形成が容易になる。
なお、実施例１において、絶縁層１５８の材料を成膜する工程を発光層１５４の形成前と
している。こうすることで発光層１５４の下に絶縁層１５８を設ける構造となる。この場
合、前工程のバンク１５０形成後に絶縁層１５８を形成するので、高精度のマスク合せが
容易に行うことができる。また発光層１５４に対するダメージも低減できる。
【００４４】
＜第４実施形態＞
　図７を参照し、本実施形態に係る表示装置４００の構成について更に詳細に説明する。
図７は、本実施形態に係る表示装置４００が有する画素の構成を示す断面図である。画素
回路１２０については、図４に示した第１実施形態に係る表示装置１００の画素回路１２
０と同様である。
【００４５】
　本実施形態に係る表示装置４００は、第１実施形態に係る表示装置１００乃至第３実施
形態に係る表示装置３００と比較すると、透光領域１４８に配置された保持容量１２６が
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有する絶縁層１５４ａの層構造のみが異なっている。
【００４６】
　本実施形態においては、複数の画素を覆う発光層１５４において発光領域１４６以外の
領域を変質させ、絶縁層化することによって透光領域１４８に保持容量１２６を形成して
いる。発光層１５４の絶縁層化は、例えば、発光層１５４に適度なエネルギーを照射する
ことによって達成することができる。エネルギーとしては例えば紫外線を用いることがで
きる。
【００４７】
　具体的な製造方法としては、発光素子１２８の画素電極１５２を構成する金属膜が遮光
層として機能することを利用し、発光層１５４の形成後に基板１０２のトランジスタが配
置されない面側からエネルギー照射を行う。これによって、発光素子１２８以外の領域に
エネルギーが照射され、その領域のみを自己整合的に絶縁層化することができる。つまり
、保持容量１２６を形成するための絶縁層１５８を成膜し、パターニングする工程を必要
とせず、必要となるマスクの数を増やさずに保持容量１２６を形成することができる。よ
って、製造工程に大幅な変更及び追加が無く、容易且つ低コストで本実施形態における表
示装置４００を提供することができる。
【００４８】
＜第５実施形態＞
　図８を参照し、本実施形態に係る表示装置５００の構成について更に詳細に説明する。
図８は、本実施形態に係る表示装置５００が有する画素の構成を示す断面図である。画素
回路１２０については、図４に示した第１実施形態に係る表示装置１００の画素回路１２
０と同様である。
【００４９】
　本実施形態に係る表示装置５００は、第１実施形態に係る表示装置１００乃至第４実施
形態に係る表示装置４００と比較すると、保持容量１２６の下部電極１２６ａが配置され
る層が異なっている。つまり、保持容量１２６の下部電極１２６ａは、発光素子１２８の
画素電極１５２とは異なる層に配置されている。
【００５０】
　このような層構造を有するために、製造工程において、画素電極１５２を形成する工程
とは別に保持容量１２６の下部電極１２６ａを形成することになる。しかし一方で、この
ような層構造を有するために、画素電極１５２の形成において、それらの内の透明導電層
の少なくとも一層を保持容量１２６の電極として透光領域１４８に残す必要が無いため、
この例においては３層から成る画素電極１５２のパターニングを一括で行うことができる
。よって、製造工程に大幅な変更及び追加が無く、容易且つ低コストで本実施形態におけ
る表示装置５００を提供することができる。
【００５１】
　尚、本実施形態における発光層１５４は、表示領域１０６に配置された複数の画素を覆
う態様を示したが、これに限られず、発光領域１４６のみに発光層１５４を残しても構わ
ない。これによれば、表示装置５００の透過率を向上させることができる。
【００５２】
＜第６実施形態＞
　図９及び図１０を参照し、本実施形態に係る表示装置６００の構成について更に詳細に
説明する。図９は、本実施形態に係る表示装置６００が有する画素の構成を示す断面図で
ある。図１０は、本実施形態に係る表示装置が有する画素の画素回路１２０を示す回路図
である。
【００５３】
　本実施形態に係る表示装置６００は、保持容量１２６が発光素子１２８よりも下層に形
成されている点において、第１実施形態乃至第５実施形態に係る表示装置に相違している
。又、保持容量１２６の電極の内、上部電極１２６ｂは表示領域１０６に配置された複数
の画素を覆い、下部電極１２６ａは画素毎に設けられ、一画素を覆っている。つまり、本
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実施形態においては、保持容量１２６は透光領域１４８のみならず、一画素を覆う構成を
有している。換言すると、透光領域１４８には、保持容量１２６の一部が形成されている
。上部電極１２６ｂは、共通電極１５６と接触し、電気的に導通している。
【００５４】
　このような構成を有することによって、保持容量１２６の占める面積を最大化すること
ができ、高画質な表示装置６００を提供することができる。
【００５５】
　更に、保持容量１２６の上部電極１２６ｂは、発光素子１２８の陰極として機能する共
通電極１５６の補助配線となるため、陰極に供給される基準電圧の電圧降下を抑制するこ
とができ、高画質な表示装置６００を提供することができる。
【００５６】
＜第７実施形態＞
　図１１を参照し、本実施形態に係る表示装置７００の構成について詳細に説明する。図
１１は、本実施形態に係る表示装置７００が有する画素の構成を示す断面図である。画素
回路１２０については、図１０に示した第６実施形態に係る表示装置６００の画素回路１
２０と同様である。
【００５７】
　本実施形態に係る表示装置７００は、第６実施形態に係る表示装置６００と比較すると
、透光領域１４８において、層間絶縁膜１６０、平坦化膜１６２が除去されている点で相
違している。
【００５８】
　このような構成を有することによって、第６実施形態に係る表示装置に比べて透過率を
向上させることができる。
【００５９】
　また、絶縁層１６０は、選択トランジスタ１２２、駆動トランジスタ１２４が形成され
る層と同層に配置されるが、無機絶縁膜にて形成される。この無機絶縁膜は固い一方でも
ろく、表示装置７００が無機ディオスプレイである場合は、曲げの際に破壊される恐れが
ある。本実施形態のように透過領域１４８にて絶縁層１６０を除去することで、平面視で
画素ごとに絶縁層１６０がアイランド状に分離して分布する形となり、曲げの際の破壊を
防ぐことができる。
【００６０】
＜第８実施形態＞
　図１２及び図１３を参照し、本実施形態に係る表示装置８００の構成について詳細に説
明する。図１２は、本実施形態に係る表示装置８００が有する画素の構成を示す断面図で
ある。図１３は、本実施形態に係る表示装置が有する画素の画素回路１２０を示す回路図
である。
【００６１】
　本実施形態においては、発光素子１２８の下方に保持容量１２６が形成されている。換
言すると、保持容量１２６を形成した後に、発光素子１２８が形成される。保持容量１２
６の上部電極１２６ｂは、透光領域１４８を覆い、且つ表示領域１０６に配置される複数
の画素を覆っている。下部電極１２６ａは、透光領域１４８を完全に覆わず、透光領域１
４８の一部を覆っている。又、下部電極１２６ａは、発光領域１４６に延在している。つ
まり、透光領域１４８には、保持容量１２６の一部が形成されている。
【００６２】
　又、図示のように、下部電極は電気的に独立した複数の領域に分割されてもよい。この
ようにして複数の容量を形成することができるため、複雑な画素回路にも適用することが
できる。
【００６３】
　このような構成を有することによって、最大で一画素の領域に亘って保持容量１２６を
形成することができるため、十分な保持容量１２６を確保することができ、高画質な表示
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装置８００を提供することができる。
【００６４】
　又、下部電極１２６ａが透光領域１４８の一部のみを覆う構成とすることによって、表
示装置８００の透過率を向上させることができる。
【００６５】
＜第９実施形態＞
　図１４を参照し、本実施形態に係る表示装置９００の構成について詳細に説明する。図
１４は、本実施形態に係る表示装置９００が有する画素の構成を示す断面図である。図１
５は、本実施形態に係る表示装置が有する画素の画素回路１２０を示す回路図である。
【００６６】
　本実施形態に係る表示装置９００と第８実施形態に係る表示装置８００とを比較すると
、保持容量１２６の上部電極１２６ｂが電源電位を供給する電源電位線１４４に接続され
る点で相違している。つまり、保持容量１２６の上部電極１２６ｂは、表示領域１０６に
配置される複数の画素を覆い、電源電位線１４４を兼ねる。このため、発光素子１２８の
陽極として機能する画素電極１５２への電流供給時において、低抵抗な電源電位線１４４
のため、表示領域１０６内の均一性が高く、高画質な表示装置９００を提供することがで
きる。
【００６７】
　尚、発光素子１２８の陽極として機能する画素電極１５２は、駆動トランジスタ１２４
のソース電極に接続される。そのため、保持容量１２６の上部電極１２６ｂには図示しな
いコンタクトホールが設けられ、当該コンタクトホールを介して画素電極１５２と駆動ト
ランジスタ１２４のソース電極が接続されている。本実施の形態においては、駆動トラン
ジスタ１２４はＰ型トランジスタとなっている。このことで、駆動トランジスタ１２４の
ゲート、ソース間に保持容量１２６の蓄積電荷に伴う電圧を印加できるために、発光素子
１２８に流れる電流量の制御が容易になる。
【００６８】
［画素の配置例１］
　本実施形態に係る表示装置９００の画素の幾つかの配置例について説明する。図１６は
、本実施形態に係る表示装置９００の画素の配置例を説明する平面図である。この例では
、複数の画素の各々は、赤（Ｒ）、緑（Ｇ）及び青（Ｂ）の各色を発光する３個の副画素
によって構成され、複数の画素が行列状に配置されている。本明細書においては、一つの
副画素に関しても画素と呼ぶことにする。
【００６９】
　行列状に配置された画素間には、行方向に走査信号線１４０が配置され、列方向に映像
信号線１４２が配置されている。更に、複数の画素を覆うように電源電位線１４４の機能
を兼ねる保持容量１２６の上部電極１２６ｂが配置されている。電源電位線１４４は複数
の画素の各々が有する駆動トランジスタ１２４（図示せず）のドレイン電極に接続されて
いる。
【００７０】
　第１実施形態乃至第８実施形態に係る表示装置においては、図２に示すように、行列状
に配置された複数の画素に対して列方向に電源電位線１４４を配置していた。本実施形態
に係る表示装置９００においては、複数の画素を覆う透明導電層を電源電位線１４４とし
て用いるため、開口率を低下させず、低抵抗化させることができる。
【００７１】
　複数の画素の各々は、赤（Ｒ）、緑（Ｇ）及び青（Ｂ）のいずれかを発光する発光領域
１４６と、透光性を有する透光領域１４８が配置されている。
【００７２】
［画素の配置例２］
　図１７は、本実施形態に係る表示装置９００の画素の他の配置例を説明する平面図であ
る。この例では、複数の画素の各々は、赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）及び白（Ｗ）の各
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色を発光する４個の画素によって構成されている。複数の画素の各々において、透光領域
の面積が画素の面積の約７５％となる例を示している。
【００７３】
［画素の配置例３］
　図１８は、本実施形態に係る表示装置９００の画素の他の配置例を説明する平面図であ
る。この例では、複数の画素の各々は、赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）及び白（Ｗ）の各
色を発光する４個の画素によって構成されている。複数の画素の各々において、透光領域
の面積が画素の面積の約７５％となる例を示している。
【００７４】
　また、隣接する行において、走査信号線１４０を共有する構成を有している。これによ
って、走査信号線１４０の本数を半減させることによって開口率を向上させることができ
る。
【００７５】
［画素の配置例４］
　図１９は、本実施形態に係る表示装置９００の画素の他の配置例を説明する平面図であ
る。この例では、複数の画素の各々は、赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）及び白（Ｗ）の各
色を発光する４個の画素によって構成されている。複数の画素の各々において、透光領域
の面積が画素の面積の約７５％となる例を示している。
【００７６】
　また、隣接する行及び列において、それぞれ走査信号線１４０及び映像信号線１４２を
共有する構成を有している。これによって、走査信号線１４０及び映像信号線１４２の本
数を半減させることによって開口率を更に向上させることができる。
【００７７】
　以上、本発明の好ましい態様を第１実施形態乃至第９実施形態によって説明した。しか
し、これらは単なる例示に過ぎず、本発明の技術的範囲はそれらには限定されない。当業
者であれば、本発明の要旨を逸脱することなく、種々の変更が可能であろう。よって、そ
れらの変更も当然に、本発明の技術的範囲に属すると解されるべきである。
【符号の説明】
【００７８】
１００、２００、２５０、３００、４００、５００、６００、７００、８００、９００・
・・表示装置、１０２、１０４・・・基板、１０６・・・表示領域、１０８・・・画素、
１１０・・・シール材、１１４・・・端子領域、１１６・・・接続端子、１２０・・・画
素回路、１２２・・・選択トランジスタ、１２４・・・駆動トランジスタ、１２６・・・
保持容量、１２８・・・発光素子、１３０・・・走査線駆動回路、１３２・・・映像線駆
動回路、１３４・・・駆動電源回路、１３６・・・基準電源回路、１３８・・・制御装置
、１４０・・・走査信号線、１４２・・・映像信号線、１４４・・・電源電位線、１４５
・・・基準電源線、１４６・・・発光領域、１４８・・・透光領域、１５０・・・バンク
、１５２・・・画素電極、１５４・・・発光層、１５４ａ・・・絶縁層化された発光層、
１５６・・・共通電極、１５８、１６０、１６２・・・絶縁層
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